
まえがき＝ULSIデバイスの高集積化，高性能化に伴い，



いての検討内容を記述する。

1．実験方法

　薄膜試料にはスパッタリングおよび電解めっきで形成









では，Cu は 60％程度ビア部に埋込まれているが，ビア
底部には埋込み不全がみとめられる。この試料を所定条
件で高圧アニール処理（350℃，150 MPa，15 min）する
と，Cu 薄膜はボイドフリーでビア底まで完全に埋込ま





ダマシン銅配線を実現することを目的に，高圧アニール
プロセスの効果を「Cu配線の埋込性」と「Cu配線の応
力状態」の観点からまとめた。高圧アニールプロセスは，
Cu配線薄膜の完全埋込みに有効であるとともに，加熱・
保持過程における Cu 配線の相当クリープ歪を低減する
ため，Cu 配線の SM低減にも有効であることを明らか
にした。配線ルール 0.1μm世代以降の LSI では，ビア・
トレンチサイズの微細化とともにアスペクト比の増加が
予想され，配線形成技術が克服すべき壁も厚くなってく
る。現在は電解めっき法以外に，物理蒸着法（PVD
法）


